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マイクロ LED ディスプレイは、自発光デ

バイスであり AR や VR に適している。Ⅲ

族窒化物半導体は 3 原色発光が可能で、高

電子移動度トランジスタ(HEMT)の形成の

両方を実現でき、LED とディスプレイ用ド

ライバーの作製が期待されるが、複雑な結

晶成長である[1][2]。我々は、一回の成長で

ドライバーと LED の作製を試みた。 

有機金属気相成長法にてc面サファイア基

板に HEMT として低温バッファ層/アンド

ープ GaN(3m)/バリア層 Al0.15Ga0.85N 

(15nm)を成長後、連続して青色 LED の多

重量子井戸層/電子ブロック層/GaN:Mg 層

(60nm)を成長した。ウェハは 700℃５分の

活性化アニール後、誘導結合プラズマの

Cl2/O2 エッチングで AlGaN バリア層を露

出した。表面をバッファードフッ酸で処理

後、電子ビーム蒸着で V/Al/Ni/Au を堆積

し、N2中850℃2分のアニールでドレイン、

ソース電極を形成した。p 型 GaN に Ni/Au

堆積後、O2中 525℃5 分アニールを行い、p

型層とゲート電極を形成した。 

作製した LED の VI 特性と LI 特性を図 1

に示す。一方 HEMT の 2DEG のシート抵

抗は 1kΩ/□であった。静特性を図 2 に示

す。MQW を介したゲート電圧印加におい

てトランジスタ特性を示した。この結果か

らドライバとディスプレイの一括成長によ

るマイクロ LED アクティブマトリックス

作製の可能性が示された。
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